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Considere o amplificador representado na figura ao lado, cujos 
MOSFET têm K = 0,25 mA/V2, Vt = 1 V e λ = 0.01 V-1 e o BJT tem 
β = 200. Recorde que, para os MOSFET, na região de saturação, 
iD = K (vGS - Vt)2, gm = 2 (KID)1/2 e ro = 1 / λ ID , e para os BJT, 
gm ≈ IC / VT, VT ≈ 25 mV, à temperatura ambiente, e rπ ≈ β / gm . vo
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a) Determine o valor da resistência R por forma a que obtenha 
ID4 = 1mA. Determine ainda, com as entradas à massa, as 
tensões e correntes contínuas respectivamente em todos os 
outros nós e ramos do circuito. 

b) Sendo as correntes as que foram acima indicadas ou 
calculadas, calcule o ganho diferencial Ad = vo / (v1 – v2), 
para pequenos sinais e médias frequências. 

c) Ainda nas mesmas condições da alínea anterior, determine 
agora o ganho em modo comum Acm = vo / [(v1 + v2)/2]. 

d) Admitindo que o comportamento às altas frequências do par diferencial T1-T2 é equivalente ao de uma montagem 
FC, diga, justificando qualitativamente, qual o nó do circuito onde se verifica a maior contribuição para o pólo 
dominante da resposta às altas frequências do circuito, em modo diferencial. 
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Resolução: 
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